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科学家首次成功制备新型半导体异质结材料。 上海科技大学物质科学与技术学院教授于奕课题
组与美国普渡大学研究团队合作，在新型半导体异质结研究中取得重要进展，首次成功制备并表
征了二维卤化物钙钛矿横向外延异质结。该研究成果论文4月29日在线发表于《自然》。

卤化物钙钛矿材料作为一类近年来引起广泛关注的新兴半导体，在太阳能电池、发光二极管、激
光等领域展示出巨大的应用前景。同时，与传统的共价半导体不同，卤化物钙钛矿材料对缺陷的
容忍度很高，因此在异质结的构建以及进一步器件的大规模集成方面具有得天独厚的优势。

在构建卤化物钙钛矿半导体异质结的道路上，有两个科学难题一直在国际上没有得到解决。一方
面由于该材料易发生离子扩散，难以获得高质量的原子级平整的异质界面。另一方面，卤化物钙
钛矿对空气、水分、电子束辐照等因素十分敏感，其微观结构解析、特别是原子结构成像困难重
重。缺乏原子结构信息的指导，材料的精准构筑与性能设计难以开展。

为此，研究人员通过在材料制备过程中引入刚性有机配体来抑制离子扩散，成功制备了二维有机
—无机杂化卤化物钙钛矿横向异质结；发展了低剂量像差校正电子显微技术，首次揭示了二维横
向异质结的界面原子结构，直接有力地证实了成功获得了原子级平整界面。

同时，于奕团队经过长时间的摸索与多次的尝试与改进，最终找到了一种优化的低剂量成像方法
，首次实现了辐照敏感的二维横向异质结原子结构解析。这一突破提供的界面原子结构、缺陷构
型以及晶格应变等的准确信息，为这类新型半导体异质结的微观结构设计提供了最为直观的指导
。在这些研究发现基础上，整个研究团队进一步通力合作，成功展示了新型异质结原型器件中的
整流效应，验证了这类新型半导体走向应用的前景。（来源：中国科学报 黄辛）

相关论文信息：https://doi.org/10.1038/s41586-020-2219-7
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